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Uktad polaryzacji tranzystora polowego,
zwlaszcza do przetgcznikéw analogowych i modulatoréw

Przedmiotem wynalazku jest uktad polaryzacji tranzystora polowego zwtaszcza do przetacznikéw
analogowych i modulatoréw znajdujacy zastosowanie w technice analogowo-cyfrowej i telekomunikacji.

Znane uktady polaryzacji tranzystora polowego, przedstawione w ksigzce ,,1974 RCA Solid State
DATABOOK: Linear Integrated Circuits and MOS Devices'’ podzieli¢ mozna na kilka grup. Jedng grupe stanowig
uktady, w ktérych podtoze tranzystora polowego potaczone jest bezposrednio z drenem lub ze 2rédtem.
Dziataja one poprawnie tylko dla napie¢ wejsciowych o jednej biegunowosci. W drugiej grupie s3 uktedy,
w ktérych podtoze potaczone jest do stafego napiecia dodatniego lub ujemnego, zaleznie od typu tranzystora.
Moga one przetaczaé rapiecia bipolarne, lecz odbywa sie to kosztem wzrostu opornosci kanatu tranzystora
w stanie zatgczenia. Inng grupe stanowig uktady z podtoiem niepodtaczonym. Posiadaja one niekorzystne
wiasnosci w stanie wytgczenia, wywotane niepetnym rozwarciem dla duzych napieé o niekorzystnej polaryzacji.
Wszystkie te uktady albo nie maja dobrego stanu wytaczenia, albo dobre wtasnosci w stanie wytaczenia
uzyskano kosztem pogorszenia wiasnosci w stanie zataczenia poprzez zwiekszenie opornosci w stanie zataczenia
i wigksze prawdopodobieristwo przebicia miedzyelektrodowego przy duzych sygnatach wejéciowych. Uktadow
tych nie mozna stosowaé w uktadach prébkujgco-pamigtajacych, ktére wymagajq dobrych wtasnosci zaréwno
w stanie wytaczenia jak i zataczenia.

Uktad polaryzacji tranzystora polowego wedtug wynalazku polega na tym, Zze pomiedzy drenem
apodtozem tranzystora polowego wtaczona jest dioda. Dzieki temu dla napie¢ wejsciowych o takiej
biegunowosci, Ze dioda spolaryzowana jest zaporowo, uktad ma wtasnosci takie jak uktad z podtozem
niepodtaczonym przy korzystnej biegunowosci napiecia wejsciowego, to znaczy posiada matg wartosé
rezystancji w stanie zataczania i duzq w stanje wytaczenia. Dla napie¢ wejsciowych o biegunosci przeciwnej, gdy
wystepuje pogorszenie wtasnosci uktadu z podtozem niepodtaczonym, dioda spolaryzowana jest w kierunku
przewodzenia, wtedy uktad zachowuje si¢ podobnie jak uktad z podtozem zwartym z drenem, dzigki czemu
.réwniez wtedy ma dobre wtasnosci w stanie zataczania oraz wytaczania.
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Zaletg uktadu wedtug wynalazku jest to, ze umozliwia on prace dla napieé bipolarnych bez pogorszenia
wtasnoéci w stanie zataczania i wytaczania, ponadto nie wystepuje konieczno$¢ dysponowania dodatkowym
napigciem statym do polaryzacji podtoza i nie ptynie stale prad uptywu diody podtozowe;j.

Wynalazek w przyktadzie wykonania uwidoczniono na rysunku, ktéry przedstawia schemat ideowy
uktadu.

Uktad, w ktérym spolaryzowano tranzystor polowy MOSFET sktada sie z tranzystora polowego MOSFET
1 o kanale typu n, normalnie zataczonego, diody 2 oraz bloku sterujacego 3. Katoda diody 2 potaczona jest
zdrenem 4, natomiast anoda diody 2 potaczona jest z podtozem 5 tranzystora polowego 1, a wyjscie bloku
sterujacego 3 potaczone jest z bramkg 6. Wejsciem uktadu jest dren 4, natomiast wyjsciem 2rédto 7 tranzystora
polowego MOSFET 1. ' .

Zastrzezenie patentowe .
Uktad polaryzacji tranzystora polowego zwtaszcza do przetgcznikdw analogowych i modulatoréw, ktéragd
wejécie stanowi dren tranzystora polowego, a jego wyjécie — Zrédto tranzystora polowego, natomiast bramka

tego tranzystora potaczona jest z blokiem sterujgcym, znamienny tym, Ze pomiedzy podtozem (5)
adrenem (4) tranzystora polowego MOSFET (1) wtaczona jest w kierunku przewodzenia dioda (2).

4 2 8§ 41 6 35

Prac. Poligraf. UP PRL naktad 120+18
Cena 45 z¢



	PL96897B1
	BIBLIOGRAPHY
	CLAIMS
	DRAWINGS
	DESCRIPTION


